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В настоящее время широкое распространение приобретают сверхьяр- 
кие светодиоды, которые приходят на смену традиционным лампам нака
ливания. Преимущества светодиодов заключаются в их более высоком ко
эффициенте полезного действия и значительно большем сроке службы. В 
то же время обеспечить заявленную производителями продолжительность 
работы светодиодов возможно лишь при обеспечении необходимых теп
ловых режимов их эксплуатации. Задача обеспечения необходимых теп
ловых режимов распадается на две части, а именно -  1 ) перекос генериру
емого тепла от активной области светоизлучающего кристалла (р-п- 
перехода) к внешней поверхности корпуса светодиода и 2 ) рассеяние от
веденной тепловой энергии внешними устройствами охлаждения (радиа
торами). Тешювое сопротивление внутри корпуса современного каче
ственного светодиода относительно невелико и составляет 5-15 К/Вт [1, 
2]. В то же время, значительная часть этого теплового сопротивления 
приходится на слой посадки кристалла, т.е. на тонкий слой клея, припоя 
или пасты, с помощью которых кристалл крепится к теплоотводу.

Учет слоя посадки при расчетах довольно затруднителен, т.к. с одной 
стороны, производители светодиодов не раскрывают параметры исполь
зуемых материалов и другие параметры слоя посадки, а с другой стороны 
определение этих параметров является сложной инженерной задачей. Це
лью данной работы является оценка величины теплового сопротивления 
слоя посадки на основе компьютерного моделирования при варьировании 
параметров слоя посадки в широких пределах. Показано, что характери
стики слоя посадки оказывают определяющее влияние на величину пере
грева активной области.
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